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１．概要（Summary） 
 近年、強磁性 (FM)／絶縁体 (I)／半導体 (非磁性

体)(NM)接合においてローレンツ型の磁気抵抗効果が

観測されており（三端子ハンルシグナル）[1,2]、その

起源について様々なモデルが提案されているものの

[3-6]統一的な理解には至っていない。本研究では

Fe/SiO2/Si 構造における三端子ハンルシグナルにつ

いて系統的な実験を行った。 
２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 
ブレードダイサー DAD340 
マニュアルワイヤーボンダー 
・実験方法 

 Figure 1(a)に今回作成したFe/SiO2/Si構造を持つト

ンネルダイオードの構造を示す。サンプルはダイシン

グソーによって切り出した 30 mm 角の n 型シリコン

基板上に、EB 蒸着等を利用して作製した。素子加工

プロセス後のサンプルは、ダイシングソーによって 5.2 
mm 角のダイへ切り出し、測定器のサンプルホルダに装

着し、ワイヤーボンダーを使用して、素子上部電極とサン

プルホルダの電極を接続して磁気伝導測定を行なった。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 Figure 1(b)に観測された三端子ハンルシグナルを

示す。外部磁場の角度を基板面内(θ = 0°)から、面直(θ 
= 90°)へと 10°刻みで測定を行なった。得られたシグ

ナル形状を独自の手法で解析を行なった結果、このシ

グナルの起源がFe/SiO2界面の常磁性的な領域におけ

るスピン分極の低下にあることを突き止め、新たな磁

気伝導モデルを提案した。常磁性層の物理的な起源に

ついては、今後の調査対象である。 
 

 
Figure 1  (a) Schematic illustration of the device 
structure and the measurement procedure.  
(b)Experimental data of three terminal Hanle 
signals obtained at 300 K with various angles (θ = 0 
– 90°, 10° step) of the external magnetic field.  
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